Fabricare si caracterizare
experimentala a matricilor de
antene in banda W
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Etapele tehnologice de fabricare a membranelor prin corodarea umeda a siliciului
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Fotografie a microcomutatoarelor de tip cantilever
integrate pe membrana dielectric;

Schita a sectiunii comutatorului suspendat pe membrana
dielectrica subtire




Caracterizarea matricilor de antene slot foldat in domeniul undelor milimetrice
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Proiectarea setului de masti pentru urmatoarele loturi de matrici
de antene si structuri de test

Paduri pentru
dioda Schottky]

lesire video

(a) Layout antena pentru 94 GHz; (b) layout modul de receptor imagistica pentru 94
GHz cu LNA si dioda detectoare Schottky integrat hibrid

Stuburi de
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(c) Detaliu al regiunii de pe siliciu; (d) Receiver pentru imagistica fara LNA




Caracterizare experimentala a structurilor
de test de comutatoare

Setul complet de masti pentru fabricarea comutatorului

Vedere 3D a modelului electromagnetic pentru comutatorul in pozitie
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. . Rezultate caracterizare in domeniul microundelor
Investigarea actudrii microcomutatoarelor
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